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Los fonones ópticos de las capas AlxGa1-xSb con una variación de 0.05≤x≤0.20 

crecidos por epitaxia en fase liquida en sustratos de GaSb dopados con telurio han 

sido estudiados usando espectroscopía Raman.  La luz dispersada de las muestras 

se analizado mediante un sistema de micro-Raman  (modelo Lambram de Dilor). 

También, una comparación entre las capas crecidas en sustratos GaSb se hace en 

términos de la constante de red paralelo, perpendicular y en bulto fueron 

realizadas por difracción de rayos X en alta resolución (HRXRD). 
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